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IC–VCE特性（代表例）�

hFE– IC特性（代表例）� hFE– IC温度特性（代表例）� θ j -a–t特性�

IC–VBE温度特性（代表例）�VCE(sat)– IB特性（代表例）�

Pc–Ta定格�
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fT– IE特性（代表例）�
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シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ（2SB1259とコンプリメンタリ） 用途：ソレノイド、モータ駆動、一般用
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■絶対最大定格 ■電気的特性
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